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       High density plasma is required for plasma processing in future ULSI fabrication. In this  
study, 2.45 GHz microwave of the TM01 mode in the circular wave guide was introduced  
through a dielectric disk plate window for generation of excited surface wave plasma. A high  
dose ion implanted resist ashing is performed using this apparatus. In the temperature range 
of 60 to 150 ℃, ashing rate for neutral hydrogen irradiation is higher than that of oxygen  
plasma. The results indicate that resist removal by hydrogen atoms is advantageous to enable 
to oxygen free and low temperature ashing 
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O2 gas pressure: 133Pa
Microwave power: 1.0kW
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   ガス 酸素及び水素 
誘電体窓材 石英及び AlN 
チャンバ内圧力 133 Pa 
ガス流量 1.0 slm 





図 6 酸素及び水素のアッシングレート 















表 2 高ドーズイオン注入レジストの実験条件 





チャンバ内圧力 133 Pa 
ガス流量 1.0 slm 

























































図 5 酸素及び水素のアッシングレート 
    （石英板を使用）  
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表面波励起プラズマによる中性水素原子生成とレジストアッシングへの応用 
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 図 13 水素原子によるアッシング後の表面 SEM像 
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